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ClF3ガスによる SiCウエハのエッチング速度挙動 
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【序論】 
三フッ化塩素(ClF3)ガスを用いることにより 4H-SiC を高速でエッチング可能[1, 2]であり、それを活

用して直径 50mm の SiC ウエハをエッチングする装置[3]が報告されている。そのエッチング速度を数

値計算によって得られた値と比較したところ、定性的傾向が一致すること、定量的には、差が認めら

れることが把握[3]された。そこで、本研究ではエッチング速度の挙動を更に詳しく把握する為、エッ

チング速度の分布と温度依存性について検討したので、詳細を報告する。 
【実験】 

Fig.1 にエッチング装置を示す。試料には直径 50mm の多結晶 3C-SiC 円板を使用し、ClF3ガスの流

量は 0~0.3 slm、ClF3ガス濃度は 20％～100％とし、温度 400~550℃、大気圧下でエッチングした。用

いる化学反応は次の通りである。 
3SiC + 8ClF3 = 3SiF4 + 3CF4 + 4Cl2 + 6144.2 kJ/mol  (1) 

エッチング前後の厚さと重量からエッチング速度を算出した。同心円上のエッチング速度の平均値

を算出し、半径方向のエッチング速度分布を求めた。 
【結果と考察】 

Fig.2 に ClF3濃度が 20%の場合のエッチング速度分布を示す。温度の上昇によりエッチング速度が

増大すること、エッチング速度は外周側において増大する傾向にあり、その傾向は温度に依らないこ

とが分かる。したがって、ClF3ガスの流れ(特に、仕切り版より上側)により決定されている可能性が

ある。濃度 20, 50, 90%におけるエッチング速度のアレニウスプロットを Fig.3 に示す。400, 450, 500, 
550℃の結果より反応速度定数 k を求めたところ、(2)式の通りに表された。 

lnk=1.2 x 105 (1/RT) + 9.76     (2) 
【結論】 
ClF3ガスによる SiC ウエハのエッチング速度の温度依存性を検討した。 
・平均エッチング速度は温度に依存し、アレニウスの経験則に従って変化する。 
・エッチング速度の分布の傾向は、基板温度により大きく変化しない。したがって、ClF3ガスの流れ(特
に、仕切り版より上側)により決定されている可能性がある。 
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Fig.1 実験装置図 Fig.2 エッチング速度分布 
(ClF3 20%) 

Fig.3 エッチング速度の 
アレニウスプロット 
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